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1. Тунельна інжекція та емісія електронів в шаруватих напівпровідникових структурах на кремнії.

2. The tunnel injection and emission of electrons in layered semiconductor structures on silicon.

Реферат:
1. Досліджені процеси тунельної інжекції в тверде тіло та тунельної емісії електронів в вакуум в шаруватих
структурах на кремнії. Встановлено основні закономірності тунельного проходження електронів через
надтонкі плівки двоокису кремнію і алмазоподібні вуглецеві плівки, шаруваті структури з дельта-легованими
та нанокомпозитними плівками. Виявлено суттєвий вплив величини вбудованого в SiO2 заряду, типу і рівня
легування алмазоподібних вуглецевих плівок та вмісту в них sp3 фази, наявності структур з дельта-
легованими та нанокомпозитними плівками на характер енергетичної зонної діаграми та процеси
тунельного переносу електронів. Показано перспективність застосування таких структур в приладах
субмікроннї мікро-та наноелектроніки, як твердотільної, так і вакуумної.

2. . The processes of electron tunnel injection into solid state and tunnel emission into vacuum in layered
structures on silicon have been investigated. The main objective regularities of electron tunnel transport through



ultrathin films of silicon dioxide, diamond-like carbon films, layered structures with delta-doped and
nanocomposite films have been established. The significant influence of built-in charge into silicon dioxide, type
and level of diamond-like carbon films doping and content of sp3 bonds, existence of structures with delta-doped
and nanocomposite films on peculiarities of energy band structure and tunnel transport of electrons was revealed.
The perspectives of such layered structures application in devices of submicron micro- and nanoelectronics, as
solid state and vacuum have been shown.
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